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(54) TiUe: CIRCUIT SUITABLE FOR VERTICAL INTEGRATION AND METHOD OF PRODUCING SAME 

(54) Bczeichnung: VERTIKAL INTEGRIERBARE SCHALTUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG 

(57) Abstract 

The invention relates to 
a circuit suitable for vertical 
integration and a method of 
producing same. In contrast 
to known methods for produc- 
ing vertical electrical connec- 
tions, the present method com- 
prises process steps which are 
also used for the production of 
the vertically integratable cir- 
cuit itself and which permit 
said vertical integration. This 

simplifies the overall production sequence of vertically integratable circuits and thus of the thiee-dimensionally integrated circuit as a 
whole, which in turn optimizes plant run-times since some process steps fall away. Furthermore, since the production of vertical electrical 
connections is no longer based on the use of finished substrates yields are improved, as process steps which could affect active circuit 
components already produced, such as steps involving high process temperatures, no longer have to be carried out after the production of 
said circuit components. 

(57) Zusammenfassung 

Im Gegensatz zu bekannten Verfahren zur Herstellung der vertikalen elektrischen Verbindungen werden beim voriiegenden Verfahren 
ProseBschritte bei der Herstellung der vertikal integrierbaren Schaltung selbst verwendet, um die vertikale Integration zu ermoglichen 
Dadurch wird der Ablauf der Herstellung von vertikal integrierbaren Schaltungen und damit der dreidimensionalen integrierten Schaltung 
insgesamt vereinfacht, wodurch Anlagenlaufzeiten optimiert werden, da Prozefischritte gespart werden. Weil zur Herstellung der vertikalen 
elektrischen Verbindungen zudem nicht mehr von fertig prozessierten Substraten ausgegangen wird. wird zudem eine verl>esserte Ausbeute 
erreicht, da ProzeBschritte, welche insbesondere die bereits hergestellten aktiven Schaltungsbestandteile verandem konnten, wie z.B. Schritte 
mit hohen Prozesstemperaturen, nach der Herstellung der Schaltungsbestandteile nicht mehr notig sind 



LEDIGLICH ZUR INFORMATION 

Codes zur Identifizierang von PCT-Veitragsstaalen auf den Kopfbogen der Schriften, die intemationale Anmeldungen gemass dem 
PCT veroffentlichen. 



AL 


Albanien 


ES 


Span ien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowenien 


AM 


Armenien 


FI 


Finnland 


LT 


Litauen 


SK 


Slowakei 


AT 


Osterrcich 


FR 


Frankreich 


LU 


Luxemburg 


SN 


Senegal 


AU 


Austratien 


GA 


Gabun 


LV 


Lett land 


sz 


Swasiland 


AZ 


Aserbaidschan 


GB 


Vereinigies KSnigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosn ien- Herzegowina 


GE 


Georgien 


MD 


Republik Moldau 


TG 


Togo 


BB 


Barbados 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschikistan 


BE 


Belgien 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehenrtalige jugoslawische 


TM 


Turlonenistan 


BF 


Burkina Paso 


GR 


Griechenland 




Republik Mazedonien 


TR 


Turicei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungam 


ML 


Mali 


TT 


Trinidad und Tobago 


BJ 


Benin 


IE 


Irland 


MN 


Mongolci 


UA 


Ukraine 


BR 


Brasilien 


IL 


brael 


MR 


Mauretanien 


UG 


Uganda 


BY 


Belarus 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


US 


Vcrcinigte Staatcn von 


CA 


Kanada 


IT 


Italien 


MX 


Mexiko 




Amerika 


CF 


Zentralafrtkanische Republik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


uz 


Usbekistan 


CG 


Kongo 


KE 


Kenia 


NL 


Niederlande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schweiz 


KG 


Kiigisistan 


NO 


Norwegen 


YU 


Jugoslawien 


CI 


Coce d'lvoire 


KP 


Dentokratische Volksrepublik 


NZ 


Neuseeland 


ZW 


Zimbabwe 


CM 


Kamerun 




Korea 


PL 


Polen 






CN 


China 


KR 


Republik Korea 


FT 


Portugal 






CU 


Kuba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


Rum^ien 






CZ 


Tschechische Republik 


IX 


St Lucia 


RU 


Russische Federation 






DE 


Deutschland 


LI 


Liechtenstein 


SD 


Sudan 






DK 


D^emaik 


LK 


Sri Lanka 


SE 


Schweden 






EE 


Estland 


LR 


Liberia 


SG 


Singapur 







wo 00/65648 




PCT/EPOO/03575 



' Vertikal integrierbare Schaltung und Verfahren zu ihrer Herstellung 

Die Erfindung betrifft eine vertikal integrierbare Schaltung und ein Verfah- 
ren zu ihrer Herstellung. 

5 

Unter vertikal integrierbaren Schaltungen versteht man mittels Planartech- 
nik hergestellte Halbleiterschaltungen, die in mehreren Ebenen vertikal 
iibereinander angeordnet werden, wodurch dreidimensionale Schaltungen 
entstehen. Die einzelnen Bauelemente und Schaltungsbestandteile der ver- 

10 schiedenen Ebenen werden durch vertikale Kontakte elektrisch miteinander 
verbunden. Dadurch kann gegeniiber zweidimensionalen Schaltungen, d. h. 
Schaltungen nur in einer Ebene, eine hohere Packungsdichte erreicht w^er- 
den. Auch aus sicherheitsrelevanten Aspekten bietet die vertikale Integration 
Vorteile, da besonders sensible Schaltungsbestandteile in Ebenen oder 

15 Schichten angeordnet vs^erden konnen, die auf beiden Seiten von mindestens 
einer weiteren Ebene oder Schicht mit aktiven Bauelementen umgeben wer- 
den. 

Bei der Herstellung der dreidimensionalen Schaltungen weichen insbeson- 
20 dere die vertikalen Kontakte von bekannten Technologien ab, da die einzel- 
nen vertikal integrierbaren Schaltungen in bekannter und gut beherrschbarer 
Planartechnik hergestellt w^erden. Zur Herstellung der vertikalen Kontakte 
sind mehrere Verfahren bekannt gev/orden. 

25 Ein bekanntes Verfahren basiert darauf , auf eine f ertig prozessierte Bauele- 
mentschicht polykristallines Silizium abzuscheiden und zu rekristallisieren. 
In der rekristallisierten Schicht konnen v/eitere Bauelemente gefertigt v^er- 
den. Nachteil dieses Verfahrens ist es, daC sich wegen der hohen Temperatu- 
ren bei der Rekristallisierung die Eigenschaften der bereits fertiggestellten 

30 ciktiven Bauelemente der unteren Ebene verandem konnen. Weiterhin wird 
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wegen der seriellen Prozessierung der vertikal integrierten Gesamtschaltung 
eine entsprechend verlangerte Durchlaufzeit fiir die Herstellung benotigt. 

Bei einem anderen bekannten Verfahren ist es vorgesehen, die einzelnen 
5 vertikal integrierbaren Schaltungen bzw. Ebenen von Schaltungen getrennt, 
auf verschiedenen Substraten herzustellen. Die Substrate mit den einzelnen 
Schaltungsebenen v^erden dann gedunnt, mit Vorder- und Rxickseitenkon- 
takten versehen und mittels eines Bondverfahrens vertikal verbunden. Nach- 
teil dieses Verfahrens ist es, daC zur Herstellung der Vorder- und Riicksei- 
10 tenkotakte teilweise Materialien verv^endet w^erden, die in bekannten Halb- 
leiterfertigungsprozessen nicht ohne v^eiteres eingesetzt werden konnen. 

Aus DE 44 33 845 Al ist ein Verfahren zur Herstellung einer dreidimensiona- 
len integrierten Schaltung bekannt, bei dem zwei fertig prozessierte Substra- 

15 te oder einzelne Schaltungen miteinander verbunden werden. Zur vertikalen 
elektrischen Verbindung der auf beiden Substraten enthaltenen Schaltungen 
werden nach dem Verbinden der beiden Substrate, von den eines gediinnt 
wurde, weitere ProzeCschritte durchgef iihrt, um eine Metallisierung zu er- 
zeugen. Nachteil des bekannte Verfahrens ist es, dafi voUstandig prozessierte 

20 Substrate zur Verfugung gestellt werden miissen und dafi zusatzliche Pro- 
zefischritte zur Herstellung der vertikalen elektrischen Verbindung benotigt 
werden. 

Auf gabe der vorliegenden Erf indung ist es daher, eine vertikal integrierbare 
25 Schaltung sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung anzugeben, das mit einer 
verringerten Arizahl von Prozefischritten auskommt. 



Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhangigen Anspriiche gelost. 
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Dabei wird davon ausgegangen, dafi zur Herstellung der vertikalen elektri- 
schen Kontakte Prozefischritte bei der Herstellung der vertikal integrierba- 
ren Schaltung selbst verwendet werden. Dadurch wird der Ablauf der Her- 
stellung von vertikal integrierbaren Schaltungen und damit der dreidimen- 
5 sionalen integrierten Schaltung insgesamt vereinfacht, w^odurch Anlagen- 
lauf zeiten optimiert werden, da Prozefischritte gespart werden. Weil zur 
Herstellung der vertikalen elektrischen Verbindungen zudem nicht mehr 
von fertig prozessierten Substraten ausgegangen wird, wird zudem eine 
verbesserte Ausbeute erreicht, da Prozefischritte, welche insbesondere die 
10 bereits hergestellten aktiven Schaltungsbestandteile verandern konnten, wie 
z. B. Schritte mit hohen Prozefitemperaturen, nach der Herstellung der Schal- 
tungsbestandteile nicht mehr no tig sind. 

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden beispiel- 
15 haften Beschreibung anhand von Figuren. 

Es zeigt: 

Figur 1 verschiedene Prozefischritte eines Verfahrens zur Herstellung verti- 
20 kal integrierbarer Schaltungen; und 

Figur 2 eine Ausfuhrungsf orm einer elektrisch leitfahigen Verbindung fiir 
die vertikale Integration von Schaltungen. 

25 Figur 1 zeigt den Ablauf von Prozefischritten bei der Herstellung vertikal 
integrierbarer Schaltungen. 

In Figur la ist ein Substrat 1, 2 dargestellt, in dem eine Isolierschicht 3 ver- 
borgen ist. Das Substrat 1, 2 kann z. B. aus SUizium bestehen, die Isolier- 
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schicht 3 z. B. aus Siliziumdioxid. Derartige Substrate sind bekannt und 
werden als SOI-Susbstrate (Silicon On Insulator) bezeichnet. In das Substrat 
1 oberhalb der Isolierschicht 3 sind Aussparungen 4 bis zur Isolierschicht 3 
eingebracht, z. B. durch Atzen, die Stege 5 im Substrat 1 umgeben. Die Stege 
5 5 sind so dimensioniert, dafi sie in einem nachfolgenden Prozefischritt voU- 
standig oxidiert werden konnen. Aussparungen 4 und Stege 5 sind dabei so 
bemessen, dafi ihre Flache ausreicht um Kontakte fur die vertikale Integrati- 
on aufzunehmen sowie eine Isolie:rung fiir diese Kontakte zu bilden. Gleich- 
zeitig mit den Aussparungen 4 konnen auch nicht dargestellte Justagemar- 
10 ken geatzt werden, die spater dazu verwendet werden, die Schaltungen bzw, 
das Substrat fiir die vertikale Integration auszurichten. 

Figur lb zeigt das SOI-Substrat 1, 2, 3 nach weiteren Prozefischritten. Es 
wurden verschieden dotierte Wannen 6 sowie Oxidschichten 8 und 9 er- 

15 zeugt. Die dotierten Wannen 6 sowie Feldoxid 8 und Gateoxid 9 bilden spa- 
ter die aktiven Bauteile der vertikal integrierbaren Schaltung. Ihre Herstel- 
lung und Funktionsweise ist bekannt und braucht daher nicht beschrieben 
zu werden, zumal sie fiir das Verstandnis der vorliegenden Erfindung nicht 
von Bedeutung ist. An der Stelle der Aussparungen 4 und Stege 5 aus Figur 

20 la befindet sich nach der Oxidation, z. B. einer Hochtemperaturoxidation, 
ein Qxid, das Bestandteil des Feldoxids 8 ist und bis an die Isolierschicht 3 
reicht. Bei der Oxidation mufi beachtet werden, dafi das Feldoxid lunkerfrei 
ist, und dafi sich eine moglichst planare Oberflache ergibt. 

25 Figur Ic zeigt das Substrat 1, 2, 3 nach Vervollstandigung der Bauteile, z. B. 
durch Einbringen verschiedener Dotiermaterialien 11 und 12 oder durch 
Aufbringen von polykristallinem Silizium 10. Um die weitere Verarbeitung 
zu ermoglichen, v^rurde aufierdem eine Isolations- bzw. Planarisierungs- 
schicht 7, z. B. aus Fotolack oder Polyimid aufgebracht. 
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Figur Id zeigt die flir eine erste Metallisierungsebene eingebrachten Ausspa- 
rungen 13 und 14, die beispielsweise dutch Atzen hergestellt werden konnen 
und als Vias bezeichnet werden. Die Aussparungen 14 dienen zum Anschltifi 
5 eines Bauteils, hier eines Transistors, die Aussparungen 13 werden fiir die 
spatere vertikale Integration vorgesehen. 

Figur le zeigt die fiir die erste Metallisierungsebene eingebrachte Durch- 
gangsmetallisierung 15 und 16, welche die Vias 13 und 14 aus Figur Id fiil- 
10 len. In einem anschlieCenden, nicht dargestellten, Prozefischritt wird auf die 
Oberflache der Planisierungsschicht 7 eine Metallisierung zur Verbindung 
der Durchgangsmetallisierungen 15 und 16 aufgebracht, Fiir die Metallisie- 
rungen wird liblicherweise Aluminium verwendet. 

15 Weitere Metallisierungsebenen konnen folgen, wobei nach jeder Metallisie- 
rungsebe eine Isolierschicht, z. B. aus Siliziumdioxid, aufgetragen wird. Ne- 
ben der dargestellten und beschriebenen Herstellung der Aussparungen 13 
bzw. der Durchmetallisierungen 15 fiir die Kontakte zur vertikalen Integra- 
tion in der ersten Metallisierungsebene ist es auch moglich, diese in andren 

20 Metallisierungsebenen vorzusehen. Nach Herstellung aller Metallisie- 
rungsebenen werden iiblicherweise verschiedene Abschlufischichten wie 
Passiviertmgsschicht, eine Oxidschicht und Planisierungsschicht aufge- 
bracht. 

25 Figur If zeigt das Substrat 1, 3 nach dem Diinnen. Die untere Schicht 2 des 
Substrats 1, 2, 3, wie in den vorherigen Figuren dargestellt, wurde dabei z. B. 
mittels eines Atzvorgangs entfemt. Als besonders vorteilhaft erweist sich 
dabei die dargestellte Verwendung eines Substrats mit einer verborgenen 
Isolierschicht 3, da diese als Atzstopp dient. Prinzipiell ist aber auch die 
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Verwendung anderer Substrate moglich. Diese miissen aber nach dem Diin- 
nen auf der Riickseite mittels z. B. einer Oxidabscheidung isoliert werden. 
Zur Handhabung des Substrats beim Diinnen und bei der nachf olgenden 
Weiterverarbeitung kann das Substrat mit seiner prozessierten Oberflache 1 
5 auf einen Handlingwaver auf gebracht werden, von dem es nach vollstandi- 
ger Bearbeitung gelost wird. Das Substrat wird in diesem Fall bis zum Oxid 
8 gediinnt. In beiden Fallen kann es auch vorgesehen sein, die Durchmetalli- 
sierung 15 bis zum Ende des Oxids 8 vorzunehmen, d. h. vorher entspre- 
chend tief zu atzen. 

10 

Figur Ig zeigt das prozessierte Substrat 1, 3, bei dem an den Stellen der Kon- 
tcikte fur die vertikale Integration Ausspairungen 17 von der Ruckseite 3 ein- 
geazt wurden. Die Atzung, die beispielsweise nafichemisch vorgenommen 
v^erden kann, reicht bis an die Durchmetallisierungen 15. 

15 

Figur Ih zeigt eine abschliefiende Riickseitenmetallisierung 18 des Substrats 
1, 3. Die Riickseitenmetallisierung 18 wird so vorgenommen, daC sich die fiir 
die vertikale Integration benotigten Kontakte 15, 18 ergeben, d. h. die Riick- 
seitenmetallisierung 18 wird an den Stellen der Durchmetallisierung 15, wie 

20 in Figur Ih dargestellt, imterbrochen. AbschlieCend konnen auch auf die 

Riickseitenmetallisierimg Abschlufischichten aufgebracht werden, wie oben 
fiir die Vorderseite des Substrats beschrieben. Wie oben beschrieben, wurde 
an der Stelle des Kontakts fur die vertikale Integration 15, 18 das Oxid 8 der- 
art dimensioniert, dafi es den Kontakt fiir die vertikale Integration 15, 18 zur 

25 elektrischen Isolierung voUstandig umschliefit. 



Die mittels des oben beschriebenen Verf ahrens hergestellten Schaltungen 
bzw. Substrate fiir die vertikale Integration werden dann beispielsweise mit 
den Riickseitenmetallisierungen 18 aneinandergefugt, wobei zur Justage die 
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oben erwahnten Justagemarken verwendet werden. Die Verbindung von 
mehr als zwei Substraten wird ermoglicht, wenn die Kontakte fiir die verti- 
kale Integration auch auf die Oberflache des prozessierten Substrats 1 ge- 
fiihrt werden. In diesem Fall nivissen fiir die Justage unter Umstanden Infra- 
5 rottechniken verwendet werden, da die Justagemarken dxirch die vertikale 
Integration verdeckt werden konnen. 

Zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zw^ischen den Kontakten fur 
die vertikale Integration in verschiedenen Ebenen, d. h. verschiedenen 

10 Substraten, konnen Riickseitenmetallisierungen bzw. Metallisierungen auf 
den Oberflachen der prozessierten Substrate vorgesehen werden, die bei 
niedrigen Temperaturen schmelzen bzw. anschmelzen, um eine sichere elek- 
trische Verbindung zu ergeben. Stellen der Oberflachen, auf Vorder- oder 
Rtickseite des Substrats, mit Kontakten fiir die vertikale Integration diirfen 

15 aufierdem nicht von den oben erwahnten Abschlufischichten bedeckt sein, 
damit eine elektrische Verbindung hergestellt werden kann, Dazu konnen 
diese Stellen entweder bei der Erzeugung der Abschlufischichten ausge- 
nommen werden oder diese Stellen werden nach der Erzeugung der Ab- 
schlufischichten beispielsweise freigeazt. 

20 

Zur vertikalen Integration kann es vorgesehen sein, daC ganze mit Kontak- 
ten fiir die vertikale Integration versehene Substrate in der beschriebenen 
Weise verbunden werden. Ebenso ist es moglich, die Substrate in einzelne 
Schaltungen zu zerteilen und Einzelschaltungen vertikal zu integrieren. Vor 
25 der vertikalen Integration konnen die Einzelschaltimgen getestet werden 
und fehlerhafte Einzelschaltungen konnen aussortiert werden. Eine andere 
Moglichkeit ist die vertikale Integration von Einzelschaltungen auf Schal- 
tungen eines ganzen Substrats und anschlieCendes Zerteilen des Substrats. 
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Auch diese Moglichkeit erlaubt den vorherigen Funktionstest sowohl der 
Einzelschaltungen als auch der Schaltungen auf dem Substrat. 

Neben dem oben beschriebenen ProzeC zur Herstellung von vertikal inte- 
5 grierbaren Schaltungen anhand eines Siliziumsubstrats, ist die Verwendung 
des erfindungsgemaCen Verfahrens auch fiir Prozesse moglich, die auf ande- 
ren Halbleitermaterialien basieren, 

Figur 2 zeigt eine vorteilhafte Ausgestaltung eines erfindungsgemafien Kon- 
10 takts fiir die vertikale Integration. ZusatzUch zum im Zusammenhang rciit 
Figur 1 beschriebenen Kontakt fiir die vertikale Integration 15, 18 ist eine 
weitere Metallisierung 19 innerhalb des isolierenden Oxids 8 vorgesehen. 
Die Metallisierung 19 ist z. B. ringformig ausgestaltet und umgibt die Metal- 
lisierung des Kontakts fiir die vertikale Integration 15 vollstandig, Weiterhin 
15 wird die ringformige Metallisierung 19 mittels der auf der Oberflache in ei- 
nem spateren Prozefischritt auf gebrachten Metallisierung derart elektrisch 
leitend verbunden, dafi sie im Betriebsfall auf Masse gelegt ist. Auf diese 
Weise kann erreicht w^erden, dafi der Signalflufi durch den vertikalen Kon- 
takt 15, 18 abgeschirmt ist. Dann ist eine Auswertung des Signalflusses durch 
20 den Kontakt fiir die vertikale Integration auch nicht von einer der Stirnseite 
des Substrats moglich, falls sich der Kontakt fiir die vertikale Integration in 
der Nahe einer der Stimseiten des Substrats befindet. 
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Patentanspriiche 



10 



15 



1. Verfahren zur Herstellung vertikal integrierbarer Schaltungen, dadurch 
gekennzeichnet, dafi fur die Herstellung elektrisch leitfahiger Kontakte fur 
die vertikale Integration Verfahrensschritte verwendet werden, die der Her- 
stellung der integrierbaren Schaltungen selbst dienen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, umfassend die Schritte: 

a) Erzeugen einer Isolierung an den Stellen der Kontakte fiir die vertika- 
le Integration von der Vorderseite eines die vertikal integrierbaren 
Schaltungen tragenden Substrats aus, 

b) Erzeugen einer Aussparung innerhalb der Isolierungen von der Vor- 
derseite aus, 

c) Auffullen der Aussparungen mit einem elektrisch leitenden Material 
von der Vorderseite aus^ 

d) Freilegen des elektrisch leitenden Materials von der Riickseite des die 
vertikal integrierbaren Schaltungen tragenden Substrats aus an den 
Stellen der Kontakte fiir die vertikale Integration, und 

e) Aufbringen eines elektrisch leitenden Materials von der Riickseite aus, 
insbesondere jev^eils auf das zuvor freigelegte elektrische Material an 
den Stellen der Kontakte fiir die vertikale Integration. 



25 



3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi vor dem Frei- 
legen des elektrisch leitenden Materials von der Riickseite aus das Substrat 
von der Riickseite her gediinnt wird. 
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekeimzeichnet, dafi das Substrat 
eine verborgene Isolierschicht aufweist, und dafi bis zu dieser Isolierschicht 
gediinnt wird. 

5 5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekeimzeichnet, dafi bis zum Errei- 
chen der ftir die Kontakte fiir die vertikale Integration erzeugten IsoUerung 
gediinnt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
10 dafi die in Verfahrensschritt a) erzeugte Isolierung bei der Erzeugung von 
Feldoxid erzeugt wird, wobei in das Substrat Aussparungen eingebracht 
sind, die Substratmaterial einschliefien, das wahrend der Erzeugung des Fel- 
doxids vollstandig oxidiert. 

15 7. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die in Verfahrensschritt b) erzeugten Aussparungen innerhalb der Iso- 
Herungen sowie die das Auffiillen dieser Aussparungen nach Verfahrens- 
schritt c) mit einem elektrisch leitenden Materials bei der Erzeugung einer 
Metallisierungsebene mit zugehorigen Durchgangslochern vorgenommen 

20 wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das in Verfahrensschritt e) auf gebrachte elektrisch leitenden Material bei 
einer Riickseitenmetallisierung aufgebracht wird. 

25 

9. Vertikal integrierbare Schaltung, die zur elektrisch leitfahigen Verbindung 
mit weiteren vertikal integrierbaren Schaltungen elektrisch leitfahige Kon- 
takte aufweist, dadurch gekeimzeichnet, dafi die fiir die vertikale Integrati- 
on verwendeten elektrisch leitfahigen Kontakte sowie zugehorige Isolierun- 
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gen bei der Herstellung der vertikal integrierbaren Schaltung selbst erzeugt 
werden. 

10. Vertikal integrierbare Schaltung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, dafi mindestens zwei vertikal integrierbare Schaltungen verbunden 
sind, und dafi ihre elektrisch leitfahigen Kontakte fiir die vertikale Integrati- 
on elektrisch leitend miteinander verbunden sind. 
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1 . I I Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist namlich 



Anspruche Nr. 9,10 

weil sie sich auf Teile der intemationalen Anmeldung beziehen. die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
da3 eine sinnvolle intemationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 

siehe Zusatzblatt UEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. I I Anspruche Nr. 

weil es sich dabei urn abh^ngige Anspruche handelt. die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaQt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die intemationale Recherchenbehorde hat festgestellt. daB diese intemationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthait 



1 • I Da der Anmelder alle erforderiichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
' ' intemationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

2. I I Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert. 



3- I I pa der Anmelder nur einige der erforderiichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

intemationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 

Anspruche Nr. 



Der Anmelder hat die erforderiichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der intemationale Recher- 
c^nbericht beschrankt sich daher auf die In den Anspruchen zuerst enwahnte Erfindung; diese ist tn folgenden Anspruchen er- 



Bemerkungen hinsichllich eines Widerspnichs | | Die zusatzlichen Gebuhren warden vom Anmelder unter WkJerspmch gezahit 

I I Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzur^g von Blatt 1 (l)MJiiU 1998) 




Internationales Aktenzerchen PCT£P 00 /)3575 



WEITERE ANGABEN 
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Fortsetzung von Feld 1.2 
Anspruche Nr. : 9,10 



Anspruche 9, 10: 

Siehe PCT Preliminary Examination Guidelines, Kapitel III-4.1. 

Das Ausmass des durch die Anspruche 9 und 10 beanspruchten Patentschutzes 

ist unklar da in Anspruch 9 eine Vorrichtung (eine vertikal integrierbare 

Schaltung) mittels eines Verfahrens zu deren Herstellung beansprucht 

wird. 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB Patentanspruche, oder Teile von 
Patentanspruchen, auf Erfindungen, fur die kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normal erwei se nicht Gegenstand einer 
international en vorlaufigen Prufung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als mit der international en vorlaufigen Prufung 
beauftragte Behorde wird das EPA also in der Regel keine vorlaufige 
Prufung fiir Gegenstande durchfuhren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die Patentanspruche nach Erhalt des 
international en Recherchenberichtes geandert warden (Art. 19 PCT), oder 
fur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue Patentanpriiche vorlegt. 
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